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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verfahren zur Herstellung oder zum Recycein von Sputtertargets 
6t) VerfahrenzurHerstellungoderzumRecycelnvonSput- * 

tertargets, bei dem eine GulXplatte (3) oder die abgesput- 

terten Targetbereiche mit Targetmaterial (1) in stuckiger 

Form Oder als Schmeize beaufschlagt werden und an- 

schlieliend Warmeenergie von oben in Richtung auf die 

GuBplatte (3) oder die abgesputterten Targetbereiche in 
. dasTargelmaterial (1) eingeleitetwird. 
" Als Warmequelle wird dabei ein Inf rarotstrahler (2) einge- 

sem, der Ober das Targetmaterial (1) gefiihrt wird. Das 

Targetmaterial wird vollstandig aufgeschmolzen und an- 

schlleRend zur Erstarrung gebracht. 
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n^cnhreihnnP f^hren zur Herstellung oder zum Recyceln von Sputtertar- 

Seschreibung schafl^en, bei dem ein weitgehendes homogenes Auf- 

. . • u e ' \r rf.Kr^n ^nrWerstel- schmelzen des Targetmaterials moglich isl. Das homogene 

GuBplatte oder die abgesputterten T^geltereiche irnl Tar- 5 Wj ^^'^^^^^ , uegende Aufgabe wird da- 

getmaterial in stuckiger For.n oder als Schn|elze beauf- ~ wLequelle ein Infrarotstrahler ein- 

schlagt werden und anschlieBend Warme«nerg,e von^o^^^ ^em'wS der Uber d^s T^eauaierial gefUhn wird. das , 

in Richiung auf die OuBplaile oder abg-p ™ |"gl3al vollstandig aufgeschmolzen und anschlie- 

getbereiche in das Targeiraa.enal eingeleitet w.rd. fif^H ,nr%r«arrunB sebrachf vWrd. Die GuBplaiie oder die 

^ Verfahren zur Herstellung oder zum Recyceln von Sput- lo ^^"J^j !^^^^^ jabei von einem Rah- 

tertargets sind bekanm. ^puUeriargets werden zur Ka^o- ^^^^^P ™ .^^^^^^^^^^ ^i,d moglichst nahe 

denzerstaubung (Sputlem) und zum Bedampfen von Oegen men "'"8^^^"' j j ^qj, ^^bei der einzustellende 

sanden in Zerslaubungsanlagen emgese.zi. Mittels de ^^er dem Targeun^^^^^^ ^ 

Sputterverfahiens und des Bedampfens konnen dunne ^bstand von d^^^ 

S^hichten auf Subso^ten -zeugt werden. unt- us ^^^^^^^^ ,bh.ng,. Es hat sich in 

schiedlichefunkuonaleAnwendungen. i.B.in derblekiro we.se aezeigi da6 ein homogenes Auf- 

nik. und als magnelisierban: Schich. n dcr ^.icnu^c^t.^ "'.^ " .t'.tT T^mS besonders vorteflhaft durch 

Oder zu Korrosions- und VerschleilJschulzschichten bis zu erfolgen kann. wobei auf 

opt,schen Schichten fur dekorative und wanncU^chmsche ^ ^ ^ T^^un^^ 

Zwecke reichen. ... , i^.,u^h^ und damii auf ein Beweeen des Schmelzkoptes durch das 

.h^^eS^:"^^^^^^ CnfHa,das.ni.NLb,ei.nverbunde„ist.verzicHtet 

dung gezundet und aufrecht erhaltcn, durch welche lonen we^en kamv ^ ^er Erfindung besieht 

aufdemTargetaufprallenundTeilchen von atomarerO^^^^^^ dart daB^Spla,^ a^ihrer 1^ 

herausschlagen, welche sich aul den zu beschichtenden Sub- 25 darm aab a e ^"°P . ^ j^r dem 

Ltflachen,'die im Bereich der Gegenelektrode angeordnet ^-/^^^"^^^^^^^^ angeordnet 
sind, niederschlagen. Entsprechend g7--ht- ^^l^lTelnent Kuhlmedium durchstromt werden. 
entladungskenngroBen werden vorwtegend '"^rt^ /^f ^' Als KUhlmediurn kann ein gasfdnniges oder ein flOssiges 

hesondere Argon oder Helium ver\vendet. Dan^ber h inaus J'^^^f* ^J^en. Die Kiihlkanae sind in 

konnen auch reakdve Case, wie z. B. Sauerslotl. Azetylen 30 Kuhhi^^"'"^^^^^^ ^^gplatte angelo.et. Eine Befesti- 

oder Stickstoff, zum Reaktivgassputtern emgesetzt werden. -J^J^f^^J^ ^'^^f^f^^f Pj^Bpi^tct durch eine Lotver- 

Sowohl beim Inertgassputtern als ''"'^^ ^eun Re Jnvgas- vcrteilhafter Weise erfolgen. da 

sputtem stent das Sputtertarget das zu v«'\«'"'=hcnde Mat*- J'™ K.^lkanale stromende KUhlmedium d.e je- 

rialn^servoir dar, aus den. d.e f^l'.Mende Sch.ch be Inert. ttihrilverbindung mit kuhlt und ein Losen dieser U>1- 

gassputiern ausschlieBlich und b^m. Reakuvgassputte n n 35 ^^^^^^^^^^^ 

^om. eine. Reaktionsproduktes m,t dem Reakttonsgas auf "^B^pi.^, besonders vorteilhaft abgeWhrt 
dem Substrat abzuscheiden ist. 

Derartige SpuilertargeLs werden iiblicherwe.se sch.ndz- werden^ „achfolgend anhand der Zeichnung 

technisch hergestellt und e.ner ^ (^^ n^^L^r und beis^elhaft erlauten. 

^lig/.i-as-lVget,,..^^^^^ 

S li Ssschtnelzf in eine erw^.ne Targe,,.eBl-onn ^X^^, das auf einer GuBplatte 

abgegossen. Die GieBform mit der ^^'^^l^^^^'^^, jLn e ang origin Kuhlka'n.len angeordnet ist 

wird anschlieBend nach einem vorgegebenen Umperatur mi 0^ ^ g.^ Targetmatenal 1 ini Querschnitt verein- 

profilaufRaunitemperaturabgekuhli. • p^^., ,,_°,\.,u„,,,. .jsch dargestellt. Oberhalb des T^^^ 

In der DE-OS 196 26 732 werden em Vertahren zur J^^t ""^^ ^^^l^/J^^^ 

schmelztechnischen Herstellung ernes SpuUerta^ets und .^^^^'^^^^^feiW 

ein Verfahren zum schtnelziechntschen Recyceln von abg^ Abstnd richtet sich dabei beispielsweise nach der 

sputterten Spu.tertargets beschneben^Bei d.esen Ver al^en ^^^^ ™ ^^^^^^aU 1 und nach der Inj£nsitatdes In- 

ist vorgesehen, daB d,e GuBplatte oder die abgesputterten 50 P'^^^ J^^^^^S^^ Verfahren zur riSII^^der 

Targetbereiche mit Targetmatenal in scuckiger Form o^r g2|H^ 'on Sput'ertargets wird der Infrarotstrahler 2 

als Schmelze beaufschlagi werden und ansch l eBend War- zum "J^^y^J" / ■„ ^,a,kiger Form oder als 

meenergie von oben m Richtung aul die ^" P -^er d. f/, ^^^J^Sf^^.^p.Jue (nicht dargLut) aufgegeben 

abgesputterten Targetbereiche in das rargetmatena^^einge ^Jmelze au P^^^j^ jabei vollstandig 

leitet wird. Als WarmequeUe w.«l dabe, ein ^ hme ^f ^ ^;J^3lzen undiHiM^ur Erstarrung gebracht 

eingesetzl, der entsprechend der e««'""^=hten E.ntaucht^^^^^ Der Mrarolslrahler 2 komm, als WarmequeUe dabei nichl 

in das zu schmelzende Targetmatenal eintauchbar SL Nach ^".^ ff°:„^,,„,,,rial 1 in Kontaki, so daB die Reinheiides 

dem Eintauchen des Schmelzkopfes in das TargeUnatcnal ''^r^^^^^'^ ,,,, Durch den Einsatz des 

wird dieser mit konstanter Zugkraft durch das zu schnie - J^^^" '"^^ ^^^^^^^ ho.nogenes Aufschmelzen des 

zende Gut bewegt. Dabei ist nachteihg. daB '^'^^^ ^ wtm et^l e^chl das sich durch die Intensitat des 

zende Schn.elzkopf in der Regel e.ne gennge Losl.chkeil im '^fe^'"';^^ ^ aenau einsiellen und steuem laBl. 

aufgeschmolzenen Targetmaterial aulwe.st was s.ch nach- Inlraro^rah^^ 2 ^^^^^^^.^^ ^^^^ , 

teilig auf die Reinhei. des largcHi.a.enals ausw.rk . Dan^bcr " ^'8^^ angeo dneten m aafel ^g-^^'dnet 

hinaus koM.n.tes nach einiger Hetncbsze.tzu '^ h^ " ^ ' j^^q ^ ""hni„ vireinfach. und schernalisch dargestelll. 

ten von Schlacke an den AuBenwandungen rie.s Schn d/.- 65 '^^'^^J;^™^^ 

kopfes, was sich nach.eilig auf emen hoiuogenen Schmelz- D;^^",''^^'-.^';'^^^, ^^g^, umlaufenden Rah- 

XSdtgliegtdaherdie Aufgabezugrunde,einVer- men (nicht dargesteUt) umgeben. Die GuBplatte 3 wird an 
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ihrer dem Targetmaterial 1 abgewandlen Seite mil Kuhlka- 
nalen 4 gekuhlt, die von einem gasfoniiigen oder von eineiii 
flussigen Kuhlinedium durchslromi wcrden. Die Kuhlkanale 
4 sind dabei in vorteilhafter Weise von unten an die GuB- 
platie 3 angemiei. Diese Loiverbindung bleibl in voneiLhaf- 5 
ter Weise erhalien, da die Kuhlkaniilc 4 mil. dcin Kuhlnie- 
dium beaufschlagi werden, was auch gleichzciiig eine Kuh- 
lung der LOtverbindung zur Folge hal. 

Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Hersteliung oder zum Recyceln von 
Spuitertargets, bei dem eine GuBplatre (3) oder die ab- 
gesputterten Targetbereiche mir Targetmaterial (1) in 
stuckiger Form oder als Schmelze beaufschlagt werden 15 
und anschlicBend Wiirmeenergie von oben in Richtung 
auf die GuBplatte (3) oder die abgesputterten Targetbe- 
reiche in das T^getmaterial (1) eingeleitet wird, da- 
durch gekennzeichnet, dafi als Warmequelle ein In- 
frarotstrahler (2) eingesetzt wird, der uber das Target- 20 
material (1) getuhrt wird, das Targetmaterial (I) voU- 
standig aufgeschinolzen und anschlieBend zur Erstar- 
rung gebracht wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die GuBplatte (3) an ihrer dem Targetmaterial 25 
(1)' abgewandten Seite mit Kuhlkanalen (4) gekuhlt • 
wird, die an der dem Targetmaterial (1) abgewandten 
Seite der GuBplatte (3) angeordnet sind und die von ei- 
nem KUhlmedium durchsiromt werden. 
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